Sciences & Technologie A N°27 Volume-A, Juin. (2008), pp. 35-40

STABILITE THERMIQUE DE FILMS MINCES DE NITRURE DE CHROME (Cr-N)
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Résumé

Cette étude porte sur la stabilité thermique de couches minces dures de nitrure de chrome
Cr-N, élaborées par dépot physique en phase vapeur PVD (Physical Vapour deposition).
Nous avons suivi ’influence de la température de recuit sur la morphologie de films CrN,
déposés sur des substrats de silicium par pulvérisation magnétron. Nous avons procédé a
des caractérisations en microscopie électronique a balayage (MEB) équipé en microanalyse
X (EDX). Des recuits sous azote d’une heure, entre 600°C et 1000°C, effectués sur des
revétements CrN d’épaisseur 530 nm, ont montré la stabilité thermique de ces revétements
aux basses températures. A partir de 1000°C la phase CrN céde completement la place a la
phase Cr;0;. Les résultats obtenus en MEB et EDX sont comparés a ceux obtenus par
DRX.
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Abstract

The present study relates to thermal stability of hard thin layers of chromium nitride Cr-N,
carried out physical vapour deposition (PVD). We studied the influence of the annealing
temperature, on the morphology of CrN films deposited on silicon substrate using
magnetron sputtering. The characterizations are examined using Scanning Electron
Microscope (SEM) equipped with Energy Dispersive X-ray (EDX). Annealing treatments
in N, at (600 — 1000)°C for 1 hour are performed on CrN coating samples for 530 nm
thickness. At low temperatures, the results show a thermal stability of these coatings. The

Cr,0; phase is completely replaced the CrN at temperatures above 1000°C. The results
gives by SEM-EDX and XRD are compared.
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